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Zusammenfassung von DE3708832 

In a process of wet-chemically patterning hafniunn boride, the object is, in particular, that it should be 
possible to pattern hafnium boride selectively with respect to layers sensitive to hydrofluoric acid. The 
solution is to immerse the hafnium boride in sulphuric acid optionally containing additives which promote 
the process. The sulphuric acid etches the hafnium t>oride absolutely selectively with respect to silicon 
dioxide. The Invention can be applied, for example, for producing resistance heating layers for bubble 
jet-printer heads. 
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Nal^chemische Strulcturlerung von Hafniumborid-Schtchten 

Der Erf{ndung liegt die Aufgabe zugrunde, efn Verfahren 
anzugeben, mit dem Haf niumborid naBchemisch strutcturtert 
wird. InsbesonderesoH es mdglich sein, Hafniumborid selek- 
tiv gegenuber Flu&sSure empflndlichen Schichten zu struk- 
turieren. Die Losung besteht im Tauchen der Hafniumborid* 
Schicht in Schwef elsaure mit gegebenenf alls das Verfahren 
fdrdernden Zusatzen. Die SchwefelsSure gtzt absolut setek- 
tiv das Hafniumborid gegenGber Sltiziumdioxid. Die Erfin- 
dung Ist belspielswelse zur Erzeugung von Widerstands- 
heizschichten fGr FlOssigkeitsstrahfaufzelchnungskdpfe 
(Bubble Jet-Printer) anwendbar. 
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PatentansprQche 

1. Verfahren zur naBchemischen Strukturiening 
von Hafniumborid-Schichten, wobei-das Hafnium- 
borid auf einerisolierenden Schicht, einer leitenden 
Schicht Oder direkt auf einem Substrat aufgebracht 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB zur selektiven 
Sinikturierung SchweFelsaure gegebenenfalls mit 
das Verfahren fordernden Zusatzen vorgesehen ist 

2. Verfahren zur naBchembchen Strukturierung 
von Hafniumborid-Schichten, wobei das Hafnium- 
borid eine Schicht uber einer auf einem Substrat 

. aufgebrachten Siliziumdioxidschicht bildet, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur selektiven Struktu- 
rierung Schwefelsaure gegebenenfalls mit das Ver- 
fahren fSrdemden ZusHtzen vorgesehen ist 

3. Verfahren nach den AnsprOchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet. daB die Strukturierung mit vcr- 
dunnter, bevorzugt lOVoiger Schwefelsaure in ei- 
nem Temperaturbereich von 20**C bis ca. 100°C 
durch Tauchen erfolgt 

.4, Verfahren nach den AnsprOchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Strukturierung mit 80" C 
warmer Schwefelsaure erfolgt 
5. Verfahren nach Anspruch 2 zur Erzeugung von 
Widerstandsschichten oder Widerstandsheiz- 
schichten mit zum BeispieJ einer auf Siliziumdioxid 
aufgebrachten Hafniumborid-Schicht und darOber 
aufgebrachten Metalleiterbahnen auf einem Sub- 
strat, dadurch gekennzeichnet, 
daB nach der Abscheidung von Siliziumdioxid auf 
dem Substrat hintereinander Hafniumborid und 
Metall. zum Beispiel Alumimum, aufgebracht wbd, 
daB mittels Photo- und Atztechnik das Metall 
strukturiert wird, 

daB nach dem Enifernen des Photolacks emeut 
strukturiert und die Hafniumborid-Schicht mittels 
Schwefelsaure mit gegebenenfalls das Verfahren 
fordernden Zusauen geatzt und anschlieBend der 
Photolackentfernt wird. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur naBchemi- 
schen Strukturierung von Hafniumhorid-Schichten, wo- 
bei das Hafniumborid auf einer isolierenden Schicht, 
einer leitenden Schicht odef direkt auf einem Substrat 
aufgebracht ist biw. wobei das Hafniumborid eine 
Schicht uber einer auf emem Substrat aufgebrachten 
Siliziumdioxidschicht bildet 

In der DQnnfilmtechnologie ist es bekannt, Wider- 
standsschichten* zum Beispiel NiCr und Ta, zu erzeugen. 
FQr besondere Anwendungsfalle ist es wQnschenswert. 
derarti^e Widerstandsschichten.zum Beispiel aus Hafni- 
umborid herzustell^n. Dazu ist es erforderlich, die Wi- 
derstandsschicht vorzugsweise durch ein lithographi- 
sches Verfahren imd mit einem naBchemischen Atzvor- 
gang zu strukturieren. Es ist bisher aber kein Verfahren 
zur selektiven naBchemischen Strukturierung von Haf- 
niumborid gegenQber FIuBsfiure empfindlichen Schich- 
ten, zum Beispiel Siliziumdioxid^ bekannt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren anzugeben, mit dem Hafniumborid naBchemisch 
strukturiert wird. Insbesondere soil es mdglich gevnacht 
werden,. Hafniumborid selektiv gegenuber Flufisiure 
empfindlichen Schichten, wie Silisdumdioxid, Titan, Tan- 
tal usw^ zu strukturieren. 

Diese Aufgabe wird gemafi dem Kennzeichen des 
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Anspruchs 1 geldst Vorteilhafte Ausfuhruhgsformen 
und Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unter- 
ansprQchen enthalten. 
Der wcsentliche Vorteil der Erfindung besteht dann, 
5 daB bei der selektiv naBchemischen Strukturierung mit 
Schwefelsaure die unter dem Hafniumborid tiegende 
Siliziumdioxidschicht vollstandig erhalten bleibt 

Die Erfindung wird anhand eines in den Flguren dar- 
gestellten AusfOhrungsbeispiels eriautert Es zeigen: 
10 Fig. 1 die Draufsicht auf eine Wderstandsheizschicht 
und 

Fig. 2 einen Schnitt II durch Fig. 1. 
Auf einem Substrat t, zum Beispiel aus Keramik, 
Glas, Quarz, Silizium, Kunststoff. ist eine Schicht 2 aus 
15 Siliziumdioxid vorgesehen, die beispielsweise thermisch, 
durch Abscheidung aus der Gasphase (CVD) oder durch 
Sputtern aufgebracht werden kanrt. Mit 3 ist eine struk- 
turierte Hafniumborid-Schicht bezeichnet, auf der Me- 
taileiter, zum Beispiel Alimiiniumbahnen, 4 verlaufen. 
20 Die Hafniumborid-Schicht wird . durch Tauchen in 
Schwefelsaure gegebenenfalls mit das Verfahren f6r- 
demden Zusatzen strukturiert, wobei die darunterlie- 
gende Siliziumdioxidschicht vollstandig erhalten bleibt 
Die Schwefelsaure atzt absolut selektiv das HafiliumbO" 
25 rid gegenQber dem Siliziumdioxid. 

Ein Verfahren zur Erzeugung von Widerstands- 
schichten oder Widerstandsheizschichten mit zum Bei- 
spiel einer auf Siliziumdioxid aufgebrachten Hafnium- 
borid-Schicht und darOber aufgebrachten Metalleiter- 
30 bahnen auf einem Substrat lauft zum Beispiel folgender- 
maBen ab: 

Nach der Abscheidung von Siliziumdioxid auf dem 
Substrat wird hintereinander Hafniumborid und Metal!, 
zum Beispiel Aluminium, aufgebracht Die Hafniumbo- 
35 rid-Schicht ist ca. 0,5 |mi dick und wird ganzflachig vaku- 
• umtechnisch aufgebracht Das Metall wird mittels Pho- 
to- und. Atztechnik strukturiert Nach dem Entfemen 
des Photolacks wird emeut strukturiert und di6 H^Sm- 
umborid-Schicht mittels Schwefelsaure und gegebenen^ 
40 falls das Verfahren fdrdernden Zusatze gefttzt iind an- 
schlieBend der Photolack ^ntfemt 

Derartige Widerstandsheizschichten konnen zum 
Beispiel zur Erzeugung eines FlOissigkeitsstrahls ftir ei- 
nen Flussigkeitsstrahlaufzeichnungskopf (Bubble Jet- 
45 Printer) Verweridung finden. Widerstandsschichten sind 
unter anderem zum Beispiel auch in der Planartechnik 
anwendbar. Hafniumborid kann aber auch als Resist 
eingesetzt werden. 
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